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Uklad polaczen do pomiaru statycznego wspoélczynnika wzmocnie-
nia pradowego p tranzystorow w stanie aktywnym i nasycenia
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Przedmiotem wynalazku jest uklad polaczen do po-
miaru statycznego wispotczynnika wzmocnienia prado-
wego f tranzystorow w stanie aktywnym i nasycenia,
umbozliwiajacy szybki- pomiar w warunkach produkcji
seryjne;j. .

Do pomiaru wspoélozynnika wzmocnienia pradowego
P tranzystoré6w stosuje si¢ najczesciej uklady zapewnia-
jace pomiar tego wspotczynnika dla matego sygnatu
pradowego i okreSlonego stalego pradu kolektora. Po-
miar tego parametru dla maltych sygnalow jest wystar-
czajacy w przypadku konieczno$ci okreslenia np. wzmoc-
nienia ukladu pracujacego z matym sygnalem, natomiast
w przypadku okreélenia na przyktad punktu pracy tran-
zystora takiego ukladu informacja ta jest nieprzydatna.

Konieczna jest wowczas znajomoéé statycznego wspot-
czynnika wzmocnienia pradowego p = E‘réwnego sto-
sunkowi stalej wartoéci pradu kolektora I, do stafej
wartodci pradu bazy Iz. Rowniez dla uktadow tranzy-
storowych stosowanych w automatyce, maszynach cyfro-
wych, znajomo$¢ wspolczynika wzmocnienia pradowe-
go § dla malego sygnalu jest nieprzydatna. Procz infor-
macji o wartosci wspolczynnika B okreslonego powyzej
dla stanu aktywnego tranzystora, niezbedna jest réw-
niez informacja o wartoéci tego wspolczynika w stanie
nasycenia wtedy, gdy zlacze kolektora — baza spolary-
zowane jest w kierunku przewodzenia i napiecie kolek-
tor — baza jest roéwne lub wigksze od zera.

Dotychczas znane mierniki do pomiaru statycznego
wspolczynnika wzmocnienia pradowego B tranzystora
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polegajace na pomiarze pradu kolektora Ic przy stalej
wartoéci pradu bazy Iz mierza wspolczynnik § w stanie
aktywnym tranzystora. Znane uklady pomiarowe wypo-
sazone sa w miernik pradu kolektora badanego tranzy-
stora, wycechowany w fjednostkach wspélczynnika
wzmocnienia 8 polaczony z jednej strony z kolektorem
tranzystora, a z drugiej strony z Zrodlem napigcia zasi-
lajacego baze oraz w rezystor ustalajacy prad bazy, zala-
czony migdzy baza tranzystora a Zrédlem napigecia zasi-
lajacego, do ktorego drugiego bieguna jest przylaczony
emiter badanego tranzystora.

Wads powyiszego rozwiazania jest fakt, ze wspol-
czynnik wzmocnienia pradowego $ pomierzony w ta-
kim ukladzie nie jest okreflony jednoznacznie. W za-
leznoéci od wartoSci wspolczynnika  przy stalym pra-
dzie bazy, w obwodzie kolektora tranzystora ptynie prad
wigkszy lub mmiejszy, a poniewaz wspolczynnik B jest
funkcja pradu kolektora, pomiar odbywa si¢ z duzym
bledem.

Celem wynalazku jest opracowanie przyrzadu do po-
miaru statycznego wspoélczynnika wzmacniania prado-
wego f tranzystora, ktory usunie wady dotychczasowych
uktadéw pomiarowych.

Cel ten zostal osiagnigty przez opracowanie ukladu
polaczefi do pomiaru wspoélczynnika § tranzystoréw, w
ktérym pomiar polega na zmierzeniu pradu bazy Ip
tranzystora przy stalej, ustalonej wartosci pradu kolek-
tora Ic.

Uklad pofaczei do pomiaru wspétczynnika wzmoc-
nienia pradowego § wedlug wynalazku posiada miernik
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pradu bazy badanego tranzystora, wycechowany w jed-
nostkach B, rezystor do ustalania pradu emitera, a wiec
i kolektora i Zrodto napigcia zasilajacego bazg o do-
bieranej awrtoéci napi¢cia polaczone szeregowo w je-
den obw6d z badanym tranzystorem w sposéb naste-
pujacy.

Miemik z jednej strony jest polaczony z baza bada-
nego tranzystora, a z drugiej strony jest polaczony z
emiterem tego tranzystora poprzez polaczone s$zerego-
wo Zrodlo napiecia zasilajacego baze i rezystor ustala-
jacy prad emitera, a wigc i kolektora, przy czym kolej-
no$¢ wlaczenia tego Zrédia i rezystora jest dowolna.
Jednoczednie to wyijécie miernika jest polaczome z ko-
‘ldkttorem badanego tranzystora poprzez polaczone sze-
F‘wawp rezystor kompbnsu]q,cy spadek napigcia na mier-
mku i prze{acz;mk T 'Uktad posiada ponadto Zrédio na-
pxgcla zasilajacego k&eklfoq' przylaczone jednym biegu-
nem do mﬁku*zpﬂﬂ@qua a drugim biegunem przy-
hczone do’ piqm‘ {vspélnego rezystora ustalajacego
prad emitera i Zrédla napigcia zasilajacego baze lub do
punktu wspélnego miernika i rezystora kompensujace-
go spadek napig¢cia na mierniku.

Przez zwarcie odpowiednich zaciskéw prze!aczmka
zostaje badZz zamknigty obwod Kolektor-baza; co umno-
7liwia pomiar wspolczynnika § w stanie nasycenia tran-
zystora, badZ zostaje wlaczone Zrodlo napiecia zasilaja-
cego kolektor, co umodliwia pomiar wspélczynnika B
w stanie aktywnym tranzystora.

Uklad polaczefi wedlug wynalazku umozliwia pomiar
wspdtczynika wzmocnienia pradowego B tranzystor6w
zarébwno w stanie aktywnym jak i nasycenia, przy czym
badany tranzystor sam stabilizuje ustalona wartosé. pea-
du kolektora, przy ktérej odbywa si¢ pomiar. Zmierzo-

Ic
ny wspélczynnik § = Epuy stalej wartosci pradu ko-

lektora I. jest okreslony jednoznacznie wartoscia pradu
bazy Is. Ze wzgledu na niekiniows zalezno§¢ wspélczyn-
nika § od pradu bazy ks wzyskuje si¢ ‘dokladniejszy po-
miar matych wartosci wspélczynnika 8, co ma mgél-
ne znaczenie w uktadach przetgczajacych w autOmatyoe
z uwagi na dobér tfranzystordw na minimalny WSpOI-
czynnik wzmocnienia.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w pnykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 pizedsta-
wia schemat ukladu potaczefi do pomiaru wspéiczynni-
ka 8, a fig. 2 i 3 inne przyktady wykonania wktadu po-
laczefi. '

Uklad polaczefi posiada miernik 1 pradu bazy ba-
danego tranzystora, wycechowany w jednostkach § przy-
laczony z jednej strony bezposrednio do bazy badanego
tranzystora 2, z drugiej do rezystora 3 komipensujacego
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spadek napigcia na mierniku i do bieguna a Zrédta na-
piecia 4 zasilajacego bazg. Biegun b Zrédia 4 jest pola-
czony szeregowo z rezystorem § ustalajgcym prad emi-
tera, a wigc i kolektora i z emiterem tranzystora 2. Ko-
lektor tranzystora 2 podlaczony jest do zacisku ¢ prze-
lacznika 6, za§ zacisk d polaczony jest z rezystorem 3
kompensujacym spadek napiecia na mierniku. Zacisk e
przelacznika 6 jest polaczony z biegunem f drugiego
sr6dla napiecia 7 zasilajacego kolektor, za§ drugi bie-
gun g Zrodia 7 polaczony jest z biegunem b Zrédia na-
piecia 4 zasilajacego baze (fig. 1) lub bezposrednio z
rezystorem 3 i miernikiem 1 (fig. 2).

Pomiar wspolczynnika 8 w stanie nasycenia badanego
tranzystora 1 odbywa si¢ przez zwarcie zaciskow ¢ i d
przetacznika 6, przy czym rezystor 3 kompensuje spadek
napiecia na mierniku 1. Zwarcie zacisk6w ¢ i e prze-
lacznika 6 powoduje zalaczenie Zrodla napigcia 7 i umo-
zliwia pomiar wspolczynnika dla stanu aktywnego tran-
zystora przez zwrotne spolaryzowanie zlacza kolek-
tor — baza.

Inny przyktad wykonania ukladu przedstawiony na
fig. 3 posiada zrédlo napigcia 7 polaczone bezposrednio
z punktem wspdélnym rezystora 3 kompensujacego spa-
dek napig¢cia na mierniku i miemika 1 jak w przykla-
dzie przedstawionym na fig. 2 oraz zamieniona kolej-
noé¢ potaczenia %rédia napiecia 4 zasilajacego baze i
rezystora 5 ustalajacego prad emitera w obwodzie ba-
za — emiter {ranzystora.

Zastrzezenie patentowe

Uktad polaczen do pomiaru statycznego wspoiczynni-
ka wzmocnienia pradowego f§ tranzystor6w w stanie ak-
tywnym i nasycenia zawierajacy miernik wycechowany
w jednostkach wspolczynnika wzmocnienia pradowego f3,
Zrédlo napigcia zasilajacego, baze, i rezystor ustalajacy
prad, znamienny tym, Ze miernik (1) jest polaczony z
jednej strony z baza badanego tranzystora (2), a z dru-
giej strony jest polaczony z emiterem tego tranzystora
(2) poprzez polaczone szeregowo zrodlo napiecia (4) za-
silajacego baze i rezystor (5) ustalajacy prad emitera, a
wigc i kolektora oraz z kolektorem tranzystora (2) po-
przez -polaczone szeregowo rezystor (3) kompensujacy
spadek napigcia na mierniku i przetacznik (6), oraz, ze

'posiada drugie Zrédlo napiecia (7) zasilajacego kolek-

tor przylaczone jednym biegunem do zacisku (e) prze-
lacznika (6), a drugim do punktu wspélnego rezystora
(5) ustalajacego prad emritera i Zrodta napiecia (4) zasi-
lajacego bazg¢ lub do punktu wspolnego miernika (1) i
rezystora (3) kompensujjacego spadek napiecia na mier-
niku.
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